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TSCAP. DL TS ~L より明らかにした白注入された鉄は伝導帯の下 0.58 e V に準位をつくり，その準
位の濃度は注入量に依存しているロまた イオン注入層からこの準位の拡散を調べたところ，金属元素
特有の拡散フ。ロファイノレを持ち その拡散係数はイオン注入層からは 4 x 10 -11 cm2 S e c- 1 また p+ 拡


















接合容量法を用い，その中でも TSCAP. DLTS. 光励起 DLTS の測定法をとりあげ それを開発，
改良を加え，乙れらを組み合わせて，半導体素子中の再結合中心，補償中心となる深い不純物準位の特
性を明らかにし，その成因を解明した白まづ n型シリコン中にイオン注入法で打ち込まれた鉄の準位に





に関与していることが判った。 8 種類の異なった処理によって出来る深い不純物準位を DLTS 法で調
べた結果，電子トラップとして働く準位，特に EL2準位にはガリウム空格子点が関与していることを
明らかにした。
その他深い不純物準位の性質生成過程を多く解明した。
この研究は物性物理の観点からもまた半導体エレクトロニクスの見地からも重要な結果を多く含んで
おり.博士論文として価値あるものと認める。
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